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als strahlungsempfindliche Komponente einen Ester aus 1,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonsaure und
2,3,4-Trihydroxybenzophenon einen Ester aus 1,2-Naphthochinan-2-diazid-5-sulfonsdure und 2,3,4,4'-Tetra-
hydroxy-benzophenon enthéit. Es wird die Maglichkeit in Erwagung gezogen, daf auch ein Gemisch der bei-
den Ester geeignet sein kénnte,
50 Das strahlungsempfindliche Gemisch gemaR der JP-A 02/109 051 enthait ein Novolak und ein Gemisch
aus einem Ester aus 2,3,4-Trihydroxy-benzophenon und 1,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonséure (Ester A,
durchschnittlicher Veresterungsgrad mindestens 95%) sowie einem Ester aus 2,3,4,4'-Tetrahydroxy-benzop-
henon und 1,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonséure (Ester B), wabei der Anteil von Ester (B) je 100 Gew.-
% Ester {A) 1 bis 30 Gew.-% betragt.
55 Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, ein strahlungsempfindliches Gemisch auf der Basis
von Estern aus Hydroxybenzophenonen und 1,2-Naphthochinon-2-diazid-4- und/oder -5-sulfonsdure bereit-
zustellen, das mindestens ebenso gute lithographische Eigenschaften besitzt wie ein Gemisch, das mit einem
Ester aus 2,3,4,4’-Tetrahydroxy-benzophenon und 1,2-Naphthochinon-2-diazid-4- oder -5-suifonséure herge-

2




' 'Ac'cc")rdi-‘ng to these publications, the storage stability of resists was
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45 nomeren: untereinander oder auch mit anderen polymerisierbaren Monomeren, wie Styrol,
(Meth)acrylséuremethylester und Bisphenol-(meth)acrylat, als Bindemittel in den erfindungsgeméRen Gemi-
schen verwendet werden. Auch Mischungen dieser Polymere mit Novolaken sind einsetzbar. Art und Menge
dieser Bindemittel ist je nach Anwendungszweck verschieden, liegt jedoch weitgehend in den fiir die Novolake
angegebenen Bereichen. ' )

50 Zur Einstellung spezieller Eigenschaften, wie Haftung, Glatte der Oberfliche, Absorptionsvermégen,
kann das strahlungsempfindliche Gemisch noch weitere Substanzen, wie Netzmittel, Haftvermittier und Farb-~
stoffe etc., in geringen Mengen enthalten.

Zur Herstellung des erfindungsgemaBen Aufzeichnungsmaterials werden die Gemische im allgemeinen

in einem organischen Losemittel geidst und auf einen geeigneten Tréger aufgebracht. Die Wahl des Lsemit-

86 tels ist auf das vorgesehene Beschichtungsverfahren, die Schichtdicke und die Trocknungsbedingungen ab-
zustimmen. Geeignete Lsemitte! flir das erfindungsgeméRe Gemisch sind insbesondere Ketone, wie Butanon

und N-Methylpyrrolidon, Alkandiol-mong-alkylether, wie Ethyienglykol-monomethyiether und Propylenglykol-
monomethyl- und -monoethylether, Alkandiol-ether-acetate, wie Ethylenglykol-monoethylether-acetat oder
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:' di -, tri-.-ahd t-etrahydrooxybenzophenoenes -can be present as 4-sul fonyl . est' "

,__5_-..Sulf0nyl ester, 4- aside from 5- squonyI ester or mxed 4- and 5- sulf_o,

esters. The esters are prepare Pagg ajg to known processes in’ general '-,r

reactifg the polyfunctional hydroxy enzophenones wi-t h-reactive-deri-vativedf

'of (n ht hoc Lil(l none d| azi de? - squon| c acid, such as the sulfonyl .chl'ori de'

Pﬁ%/ Fhapt? ateurt'd Estey. yieButylgentarFerkannen auch Gamisphepvoridsers: i

' chI O Fﬁé@‘@ﬁ'&‘é PB'PZ‘PPH&f‘*@%!hn'—éses'r“ebteg&nt’lcf gases,
such as 5 :}Jn o

h™as trr rnet Ayl a;n ne. ; It is,
hop el ssst i rro,zugttﬁr.c tf*.?@g%‘” ﬂtﬂ?ﬁsgt srimsomn

idiert'sein kénnen: Die wiahrend der. ibli hen mik romscll S eauftreten-

ph ase dBﬁ@&fig L8 @lE%%héSilt ﬂ{mﬁ&‘?&}% fitiu ) fyimi eﬁrWtal ik Lt o

chl or [EIYRYYs éhLHEh&ﬁE ﬁ&ﬂn §ndsa%§t! iHilag8! fo dfeer'fﬁ'n@ ng% % oS

USi. NG net. Akthisekdivan Gala ierdhife s@ﬁentg%&g QQ%EM end Hin-

| comemh.rgagdnﬁaneméerh&t,ﬂeiﬁa&mg g nﬁ&.u&% rd§rP &?&.&mé}fﬁl- liShoh 8nicHl. Xt Ur e

i n -t heragaVbiadehdiig AseR 14 ve. . oonp03| I-en -of the.presept. nvention, can vary

within rsﬂhﬁﬂﬁhdh@ésyen\&icdmrthénfﬁrﬂrﬁiundsﬁbnﬁ@&'%emlsch $J3§*Dl'f§bl2ﬂaﬂ§fﬁ1ei‘s§llm §<§|ﬁ:ﬁﬁradep an

anmountsind iegh agtebigiisvaesehdndaitehivdfhidipitensel: ght . pref er.ably .between 10 and 35 Yo

by wei ghbie Beshithtongl dar tnwemmémdah.y-rrhegtmmmh&'Bs@rbdttra&r%fhgt géRsrgith dulamsed on

t h&s wéutgéhleuddrn.tFiedisse bindimdeare Sthichltragdr kénrsengaib@amét BesthichfdaghtezhrieAwRepail t | ve

conpodpn. Walzen, TauchdneBesgiicitenimittels Bueiisyhiizdisen, Rakethardenwdaich IGieler-Antragih Bbtaghti N -

wat er ;| bRiezuspEniMitksinyerwandeten wiftrigsalieliscien Lésungen anjtecen gie adrkiddht getroanbniSteion .

Novol 4@ deriablirasemasindiickesiSeaichhndcdrzevgen einaositivge Abhiitl erd/oridgey@ebignete Eutny _

~ posi t Melergisd R’F‘Hgaafké'@ﬁ\eﬂ‘?sﬁ@eﬁﬂ'? metaliangnfesisein. dharsuch Mftalljipagiawin Netriimandloddr azi des
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bet wee Vﬁg'rtrﬁg V;iém 6sun esu s ﬁ%t g ht
parti QHLI@JrérY dlgrrrﬁ eﬁlﬁnﬁ ¥st h dle ng gnty
of t heung @dristakt&riteRItnePei gruﬁé)&pﬁérbhtbrﬂ ne N:na Qeat (é'l uae

POdoy Mee Bﬂicﬁtﬂﬁﬂéen% die ABtwaAdiY i LinrPiie Silktutena¥) a@l\@h or rﬁ}ﬂ& ra schiéh YTEr s
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substa I cat ed for t he novol aks. To produce specrfl-
r ope "e °ge ‘138H° ff"}g rahjungsempfinglichen Gemisste genanst we<i vi t y,
Pheprﬂe“ ln unge%e arF«a oc 8'

ﬁ‘"&& s&mf‘tnets"?m im flgpadanifiriGewicds- ot her §
sq,pstances such as wetting agents adhesi on pronoters and dyes, etc. i
Beispiel 1 :

Es wird eine L3sung eines strahlungsempfindlichen Gemisches hergestelit aus
73,0 Gt Propylenglykol-monomethylether—acetat
-80. 208Gt Novolak, '
7 3,26t Veresterungsprodukt aus 2,3,4 4'-Tetrahydroxybenzophenon und 1,2-Naphthochinon-2-diazid-5-
sulfonsdure, das zu 88 Gew.-% aus dem Tetraester besteht, und
- 322Gt ' 2,3,4-Trihydroxy-benzophenon, dessen Hydroxygruppen vollsténdig mit 1,2-Naphthochinon-2-dia-
S zid-5-sulfonséure verestert sind.
56 - Dlese Lésung wird so auf eine Siliciumscheibe aufgeschleudert, dal nach dem Trocknen auf einer Heiz-
: platte bei 90 °C eine Schichtdicke von 1,2 um erhalten wird.
Anschlieend betichtet man mit sinem in det Technik tiblichen Behchtungsgerét (einem sog. Stepper, der
eine Belichtungswellenldnge von 436 nm und eine numerische Apertur von 0,35 besitzt) durch eine Maske.
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Ansonsten wird gemaR Beispiel 1 verfahren. Es kdnnen Strukturen mit Dimensronen bis herab zu 0,70
4 um (bei dimensionsgetreuer Wiedergabe auch der gréfieren Strukturen) erzeugt werden, bei einer notwendi-
gen Belichtungsenergie von 300 mJ/cm?, Die Belichtungsenergie kann um 28 % variiert werden, ohne daR sich
die Breite der 0,80-pm-Linlen um mehr als das aligemein akzeptierte MaR von 10 % andert.
Die Resistlésung ist bei 50 °C nur 2 Tage stabil, ohne daB Partikel aus der Losung.ausfallen. -
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- 1. Strahlungsempfindliches Gemisch mit einem in Wasser unidslichen,. in waRrig-alkalischer Losung dage- .~
. - gen &slichen oder zumindest quellbaren polymeren Bindemittel.und einem mit 1,2-Naphthochinon-2-dia- .-
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5-sulfonsdure verestertes Dihydroxybenzophenon oder ein teilweise oder vollstandig mit 1,2-Naphthochi-
non-2-diazid-4-- und/oder -5-sulfonsaure verestertes. Trihydroxybenzophenon. enthdlt, wobei das Ge--
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Pat t er NS terification product of the trihydroxybenzophenone has a content of 70 to 100 % by weight, preferably 75

t0 95.% by weight, partlcularly preferably of 80 to 90 % by weight of the triester, based on the total weight.

L 3. The radlation-sensmlve composition as claimed in claim 1 or 2, wherein the weight of ratio of esterified
40 2,34 4’-tetrahydroxybenzophenone to esterified di- or trihydroxybenzophenone varies between 4.5:5. 5
and 5. 5 4.5,

4, Radnatton-sensutwe recordlng material comprising a support and a radiation-sensitive layer which is ap-
o plied to the support, wheren the layer contalns a radiation-sensitive composition as claimed in any one
- 45 or several of claims 1 to 3.

.Revendications

5% 1. Composition sensible aux radiations qui comporte un liant polymére, insoluble dans 'eau mais soluble
ou au moins gonflable en solution alcaline aqueuse, et une 2,3,4,4’-tétrahydroxybenzophénone partiel~
lement estérifiée par un (des) acide(s) 1,2-naphtoquinone-2-diazide-4- et/ou -5-sutfonique(s), caractéri-

~-: sée en ce qu'elle contient en plus soit une dihydroxybenzophénone complétement estérifiée par un (des)

. .7 acide(s).1,2-naphtoquinone-2-diazide-4- ou -5-sulfonique(s), soit une trihydroxybenzophénone estérifiée

85 - . partiellement ou complétement par un (des) acide(s) 1,2-naphtoquinone-2-diazide-4- ou -5-sulfonique(s),
- le rapport pondéral de la 2,3,4,4'-tétrahydroxybenzophénone estérifiée & la.di- ou trihydroxybenzophé-

. none estérifiée étant de 4,5:5,5 & 7:3, le degré d'estérification étant choisi de telle sorte que le praduit
d'estérification de la 2,3,4,4'-tétrahydroxybenzophénone se compose du tétraester a raison de 80 & 95
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20 a content of 80 to 95 % by weight of the tetra- ester, and the
esterified hydroxybenzophenones, as a whole, are present in a proportion of
5to 40 % by weight, based on the total weight of solids contained in the
conposj;tion. 25 2. The radi ation-sensitive conposition as clained in
claim 1, wherein the esterification product of the S .
2,3,4,4" -tetrahydroxybenzophenone has a content of 80 to 90 % by wei ght of
the tetraester, and the 30 esterification product of the

tri hydroxybenzo- phenone has a content of 70 to 100 % by wei ght, preferably
75 to 85 % by weight, particularly pre- ferably of 80 to 90 % by wei ght of
the triester, based on the total weight. 35 0 508267 * C L M S * -
14 - 0 508 267 3. The radi ati on-sensitive conposition as
claimed in claiml or 2, wherein the weight of ratio of esterified

2,3,4,4" -tetrahydroxybenzophenone to esterified di- or

tri hyd?oxybenzophenone varies 5 between 4.5:5.5 and 5.5:4.5. 4.

Radi ati on-sensitive recording material conprising a support and a

radi ati on-sensitive |ayer which is applied to the support, wheren the |ayer
contains 10 a radi ation-sensitive conposition as clained in any one
or sevgral of claims 1 to 3.. : '
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